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成長形状の実時間モニタ・制御により精密な３次元
ナノ構造形成を達成した。本技術は、任意形状の３
次元ナノ構造作製を可能にする技術である。NEMS
素子や光学素子など、自由度の高い構造形成が要求
される機能素子研究を加速させるものと期待される。

３次元ナノデバイス研究開発基盤の創出に向け、集
束イオンビームを活用した３次元ナノ構造ボトム
アップ形成に関する研究を進めている。本研究では、
一層精密な構造形成を狙い、その達成の鍵となる成
長制御，描画技術に関する研究を行った。
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■ 任意3次元ナノ構造
■ 様々な材料の堆積

（C, W, Fe, Pt, SiOx等）
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精密な描画技術の研究開発
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